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tlま移めに

　シリサイド系熱電材料は、資源が豊富な元素を用

いるため材料自体の価格が低く経済的である。また、

毒性を有する元素を用いないため、地球環境に与え

る負荷が小さく、リサイクル性に優れているなど、近年

の地球環境保護の視点からも注目できる材料である。

これらのような時代的背景を受け、シリサイド系熱電

材料に着目し、Mg2Siの研究を行なつでいる。

　本研究では、高温域用熱電モジュールに活用可

能な機能と性能を併せ持つMg2Siの作製と、高能率

な作製プロセスを確立することを目的としている。焼結

体の作製には放電プラズマ焼結（SPS）法を用い、　X線

回折測定、熱電特性測定、SEMによる破断面観察を

行った。ここでは、これまで行ってきた予備的実験の

結果を報告する。
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〔原料粉末の準備〕

出発原料としてMg（純度3N、粒径180μm以下）と
Si（純度5N、破砕状）を用いた。まず、　Siを乳鉢にて

250μm以下に粉砕L｛ボールミル（アルミナボール、

球径10mm）により、Ar雰囲気中で48時間粉砕した。

各々の粉末原料をMg：Si＝2：1（モル比）となるように秤

量し、混合した。その後、550℃、4時間、舟雰囲気

中にて固相反応を行った。固相反応で得られた粉末

を下記の条件でミリングし、2種類の原料粉末を準備
した。，

（1）球径10㎜のボール（アルミナ製）を用いてAr雰

囲気中で48時間ミリングした。

（2）球面3。2㎜の群ル（SUS製）を用いて面素
気中で48時間ミリングした。

〔焼結〕

ミリングした2つの粉末を用いて放電プラズマ焼結装

置にて焼結体を作製した。条件（1）のミリング粉末の焼

結条件は、焼結温度700℃、8◎0℃、840℃で条件（2）

のミリング粉末は、焼結温度800℃、840℃で、これ以

外は、ともに保持時間30分、加圧78MPa、真空雰囲

気中の条件で焼結を行った。

〔測定〕

熱電特性評価のため、ゼーベック係数Sと電気伝導

率σの測定を行った。この結果を用いて、pewer
factor　PF＝S2σを計算した。また、結晶相を同定する

ためにX線回折測定を行い、粉体や焼結体の微細組

織観察のため、走査型電子顕微鏡（SEM＞を用い
た。

　また、これらの結果をこれまでの研究で良い結果で

ある小松グループ1＞のデータと比較した。小松グルー

プでは、原材料を溶融反応し、粉砕後、放電プラズマ

焼結（SPS＞法を用いて焼結体を作製している。

鼠結果と考察

　条件（1＞のミリング粉末の840℃の焼結体は、亀裂が

入っていたため、測定を行っていない。

　それぞれの焼結密度は、条件（1）のミリング粉末の

700℃の焼結体が理論値（2。00291cm3）の74．4％（1．49

g／cm3）、条件（1）のミリング粉末の800℃の焼結体が

理論値の86．1％（L7291cm3）、条件（2＞のミリング粉末

の800℃の焼結体が理論値の85．9％（1．72g／cm3＞、条

件（2）のミリング粉末の840℃の焼結体が理論値の

93．5％（1．8791cm3）であった。また、小松グループで作

製されたものは、理論値の約10◎％である。

　SEMを用いて、焼結体の破断面観察を行った。条

件（1）、（2＞ミリング粉末のSEM像を比較すると、条件

（2）の方がより微：細密されていることがわかった。次に、

焼結後の破断面を観察したところ、条件（1）ミリング粉

末の700℃の焼結体はほぼ粉末の状態のままであり、

焼結がほとんど進んでいなかった。条件（1）ミリング粉

末の800℃の焼結体と条件（2）ミリング粉末の800℃

焼結体は、焼結が進んではいるが、空輪ならびに粒
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